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摘要(译)

其中形成具有同心圆形形状的源极和漏极的TFT减小了由漏电流引起的
截止电流，并且优化了导通电流和栅极与源极之间的杂散电容。 TFT包
括形成在基板上的栅电极;通过在栅电极上依次形成栅极绝缘膜，本征非
晶硅层和n +非晶硅层而获得的源电极和漏电极，其中源电极和漏电极具
有圆形形状。源电极和漏电极中的一个设置在中心，并且具有同心圆形
状的另一个源电极和漏电极围绕前者。沟道区可以形成在源极和漏极之
间;有效杂散电容的面积可小于150μm2。沟道宽度与沟道长度的比率可
以大于4.5，并且有效杂散电容的填充容量指数可以小于50。
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